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Новые возможности исследования электрофизических свойств энергонезависимых 

мемристоров 

 

Современный уровень нанотехнологий позволил реализовать элемент, предложенный в 

1971 году профессором Л. Чуа [1] – энергонезависимый мемристор. Это наноразмерный 

пассивный аналоговый элемент с эффектом памяти. Область его применения - новые более 

емкие и эффективные энергонезависимые виды памяти, коммутаторы, RFID-компоненты, 

сенсоры и т.д. Мемристор изменяет свое сопротивление в зависимости от протекающего через 

него заряда. Данное свойство позволяет использовать мемристор, как синапс искусственной 

нейронной сети (ИНС) при её аппаратной реализации. Как показывают исследования, ИНС на 

основе мемристоров (ИНСМ) открывают возможности для перехода вычислительной техники 

на более высокий (экзафлопный) уровень производительности, при снижении уровня 

энергопотребления на несколько порядков [2]. 

Одной из нерешённых проблем в данном научном направлении является разработка 

методов и алгоритмов создания ИНСМ с необходимой точностью функционирования. 

Теоретические и экспериментальные исследования процессов и закономерностей изменения 

точности электрофизических параметров и характеристик мемристоров, проведенные многими 

научными коллективами [3-8], показали наличие специфических явлений, препятствующих 

работе мемристоров и технических средств на их основе с необходимой точностью. 

Л.Чуа в работе [9] составил список из пяти уникальных свойств произвольных 

энергонезависимых мемристоров, показал причину их появления и привел математические 

доказательства их природы. 

Авторы доклада приступили к углубленному исследованию электрофизических свойств и 

характеристик энергонезависимых мемристоров на основе стабилизированного диоксида 

циркония [10-11] и технических средств на их основе [12]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-38-00592. 
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